
2/4 
 

 

 
 

 ۳۳۰۷رقم  بالنسبة للنشرة الفوریة
 

 
 
 
 

 

 الإعلامیة الاستفسارات العملاء استفسارات
  

 قسم العلاقات العامة مركز البحث والتطویر للتقنیات المتقدمة
 Mitsubishi Electricشركة  Mitsubishi Electricشركة 

www.MitsubishiElectric.com/ssl/contact/company/rd/form.html prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 
www.MitsubishiElectric.com/company/rd/ www.MitsubishiElectric.com/news/ 

  
 

  SiC-MOSFETتطور وحدة  Mitsubishi Electricشركة 
 ذات ركیزة خندقیة ومزودة ببنیة فریدة للحد من المجال الكھربي

 الطاقة استھلاك في كفاءةً  وأكثر حجمًا أصغر كھربائیة إلكترونیة معدات إنشاء في ستساھم
 

) الیوم أنھا قامت بتطویر ترانزستور ٦٥۰۳(طوكیو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  – ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰طوكیو، 

وبنیة فریدة للحد من المجال الكھربي  ۱) مزود بركیزة خندقیة SiCمن كربید السیلیكون () MOSFETحقلي شبھ مُوصل ذي أكسید معدني (

وفولتیة انھیار  ۲(میللي أوم) سم  Ωم ۱٫۸٤أثناء التشغیل، بحیث تبلغ  ۲وذلك لتوفیر جھاز شبھ موصل للطاقة یحقق مقاومة نوعیة رائدة عالمیًا

 فولت. ۱٥۰۰تزید عن 

في وحدات أشباه موصلات الطاقة الموجودة في المعدات الإلكترونیة الكھربائیة عن توفیر الطاقة وتصغیر حجم وسیثمر تركیب الترانزستور 

وتأكید موثوقیتھا طویلة الأجل، تتوقع  Mitsubishi Electricالمعدات. وبعد تحسین أجھزة أشباه موصلات الطاقة الجدیدة التي تنتجھا شركة 

الجدیدة ذات الركیزة الخندقیة في وقت ما بعد السنة المالیة  SiC-MOSFETدأ الاستخدام العملي لوحدة أن یب Mitsubishi Electricشركة 

 .۲۰۲۱التي تبدأ في 

الجدیدة ذات الركیزة الخندقیة الیوم في المؤتمر الدولي المتعلق بكربید  SiC-MOSFETعن وحدة  Mitsubishi Electricوقد أعلنت 

 ٤سبتمبر حتى  ۲۹، والمنعقد في مركز كیوتو الدولي للمؤتمرات في الیابان من ۲۰۱۹) لعام ICSCRM( السلیكون والمواد ذات الصلة

 أكتوبر.

 
 قطب بوابة مثبّت في ركیزة خندقیة شبھ موصلة، للتحكم في التیار من خلال الفولتیة ۱
 فولت ۱٥۰۰، للأجھزة المزودة بفولتیة انھیار تزید عن ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰اعتبارًا من  Mitsubishi Electricوفقًا لبحث أجرتھ  ۲

 

 

 

 

 

 

 

 على للحصول الأصلي الإنجلیزي النص إلى الرجوع یرجى. الحاجة عند بسھولة إلیھ للرجوع تزویده تم وقد الجدید، الإصدار لھذا الرسمي الإنجلیزي للنص ترجمة النص ھذا إن

 .الأصلي الإنجلیزي الإصدار محتوى اتباع فیجب تعارض، أي وجود حال في. الخاصة المواصفات أو/و التفاصیل
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 قسم العلاقات العامة

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

 الجدیدة ذات الركیزة الخندقیة (على الیمین) SiC-MOSFETالتقلیدیة المستویة (على الیسار) ووحدة  SiC-MOSFETمقطع عرضي لوحدة  ۱الشكل 
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 المیزات الرئیسیة
 الجھاز موثوقیة تضمن الكھربي المجال من للحد فریدة بنیة )1

في تدفق التیار خلال الطبقة شبھ  SiC-MOSFETتتحكم وحدات 

الموصلة بین قطبي التصریف والمصدر بتطبیق فولتیة على قطب 

البوابة. ولكي یتم التحكم من خلال فولتیة صغیرة، یلزم وجود طبقة رقیقة 

ي أجھزة أشباه موصلات عازلة للبوابة. وإذا تم تطبیق فولتیة عالیة ف

الطاقة ذات الركیزة الخندقیة، یمكن أن یتركز مجال كھربي قوي في 

 البوابة ویتسبب في كسر الطبقة العازلة بسھولة.

بنیة فریدة للحد من  Mitsubishi Electricولتصحیح ذلك، طورت  

جال الكھربي لحمایة الطبقة العازلة للبوابة من خلال غرس الم

الألمونیوم والنیتروجین لتغییر الخواص الكھربیة للطبقة شبھ 

 ).۲الموصلة، وذلك من خلال الاستفادة من البنیة الخندقیة (الشكل 

). ومن ثم �-۲لسفلي من الخندق (الشكل یتم أولاً، غرس الألمونیوم بشكل عمودي وتكوین طبقة للحد من المجال الكھربي على السطح ا

یقل المجال الكھربي المُطبّق على الطبقة العازلة للبوابة لیصل إلى مستوى أجھزة أشباه موصلات الطاقة التقلیدیة المستویة، مما یثمر 

 فولت. ۱٥۰۰عن تحسین الموثوقیة مع الحفاظ على بقاء فولتیة الانھیار أعلى من 

باستخدام طریقة  )③-۲أریض الجانبي الذي یوصّل طبقة الحد من المجال الكھربي وقطب المصدر (الشكل وبعد ذلك یتم تكوین الت

 مطورة حدیثًا لغرس الألمونیوم باتجاه مائل لإتاحة التبدیل عالي السرعة وتقلیل فقد التبدیل.

 

 العالم مستوى على التشغیل أثناء المقاومة من مستوى أقل تحقق محلیاً مكونة الشوائب من كبیرة بكمیة مطعمّة طبقات )2
ذات الركیزة الخندقیة على خلایا ترانزستور أقل حجمًا من الموجودة في الأنواع المستویة، مما یسمح  SiC-MOSFETتحتوي وحدة 

باصطفاف المزید من الخلایا في الرقاقة الواحدة. ومع ذلك، إذا كانت مسافات الترانزستور الفاصلة بین أقطاب البوابات ضیقة للغایة، 

طریقة جدیدة لغرس النیتروجین  Mitsubishi Electricة النوعیة للجھاز. ومن ثم طورّت فسیصبح تدفق التیار صعبًا وتزداد المقاوم

محلیًا تحتوي على تركیز عالٍ من النیتروجین، مما یسمح بتوصیل الكھرباء بسھولة في مسار التیار  SiCباتجاه مائل لتكوین طبقة 

تقریبًا، حتى في حالة اصطفاف الخلایا بكثافة، وذلك بالمقارنة  %۲٥ ). ونتیجة لذلك، یمكن تقلیل المقاومة النوعیة بنسبة�-۲(الشكل 

 مع عدم وجود الطبقة عالیة التركیز.

). والنتیجة ھي مقاومة نوعیة أثناء التشغیل ۳كما أن طریقة التصنیع الجدیدة تسمح بتحسین المسافات الفاصلة للتأریض الجانبي (الشكل 

رجة حرارة الغرفة، أي نصف نظیرتھا لدى الأنواع المستویة، مع الحفاظ على بقاء فولتیة في د ۲(میللي أوم) سم Ω م ۱٫۸٤تبلغ 

 فولت. ۱٥۰۰الانھیار أعلى من 
 

 طریقة تصنیع مطورة  ۲الشكل 
 ذات الركیزة الخندقیة SiC-MOSFETلوحدة 
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 معلومات عامة

الإلكترونیة الكھربیة المستخدمة في مختلف المجالات مثل الأجھزة الكھربیة المنزلیة والمعدات الصناعیة والسیارات وعربات  إن الأجھزة

ببوابة  القطارات، یزداد الطلب علیھا سعیًا لتوفیر الطاقة وتقلیل الحجم وزیادة الكفاءة. كما أن الترانزستور التقلیدي ثنائي القطبیة المزود

في وحدات أشباه موصلات الطاقة المستخدمة في التحكم  SiC-MOSFET) یتم الاستعاضة عنھ بترانزستور Si-IGBTالسیلیكون (معزولة ب

 بالطاقة الكھربیة وتحویلھا.

ل من خلایا ترانزستور عدیدة مصفوفة جنبًا إلى جنب. ولتقلیل المقاومة النوعیة الكلیة للجھاز، یلزم تقلی SiC-MOSFETوتتكون أجھزة 

یسمح  مقاومة كل خلیة كما یلزم اصطفاف الخلایا بكثافة أكبر. ولھذا السبب یزداد استخدام النوع الخندقي كبدیل للنوع المستوي التقلیدي لأنھ

 باصطفاف الخلایا بكثافة في خنادق الركائز بدلاً من تركیب أقطاب البوابات على الركیزة.

ق بالطبقة العازلة للبوابة، والتي تنكسر مع الفولتیة العالیة. ولمعالجة ھذه المشكلة، طورت ولكن النوع الخندقي كانت لدیھ مشاكل تتعل 

Mitsubishi Electric  بنیة فریدة للحد من المجال الكھربي بناءً على عملیات محاكاة متقدمة تم إجراؤھا في مرحلة التصمیم الھیكلي. وبتقلیل

زلة للبوابة، بحیث یصل إلى مستوى النوع المستوي التقلیدي، تزداد كفاءة الطبقة العازلة للبوابة في المجال الكھربي المُطبّق على الطبقة العا

تقریبًا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المقاومة النوعیة  %٥۰حالات الفولتیة العالیة. كما أن المقاومة النوعیة أثناء التشغیل قد انخفضت بنحو 

د الحرارة، مما یتیح استخدام جھاز تبرید أقل حجمًا لأغراض توفیر الطاقة وتصغیر الحجم. وأخیرًا، نجحت المنخفضة أثناء التشغیل تمنع تولی

Mitsubishi Electric  في تطویر طریقة تصنیع جدیدة تسمح بالإنتاج الضخم لوحداتSiC-MOSFET. 

 
### 

 
 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 

(طوكیو:  Mitsubishi Electricعام من الخبرة في مجال توفیر منتجات موثوق بھا وعالیة الجودة، تعد شركة  ۱۰۰مع ما یقرب من 
) شركة رائدة عالمیًا معترف بھا في مجال تصنیع وتسویق وبیع المعدات الكھربائیة والإلكترونیة المستخدمة في معالجة المعلومات ٦٥۰۳

الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعیة والإلكترونیات الاستھلاكیة والتكنولوجیا الصناعیة والطاقة والنقل ومعدات والاتصالات وتنمیة 
 Mitsubishi Electricالبناء. ومن خلال تبني روح عبارة الشركة، التغییر نحو الأفضل، وعبارتھا البیئیة، التغییرات البیئیة، تسعى شركة 

ملیار دولار أمریكي*)  ٤۰٫۷ملیار ین ( ٤٥۱۹٫۹یئة لإثراء المجتمع بالتكنولوجیا. وقد سجلت الشركة إیرادات بمقدار لتكون شركة صدیقة للب
 . للمزید من المعلومات، تفضل بزیارة:۲۰۱۹مارس  ۳۱في السنة المالیة المنتھیة في 

www.MitsubishiElectric.com 
 ۲۰۱۹مارس  ۳۱الصرف المُعطى من قبل سوق طوكیو لتبادل العملات الأجنبیة في ینًا للدولار الأمریكي، وھو سعر  ۱۱۱*بسعر صرف 

 

 الجدیدة ذات الركیزة الخندقیة SiC-MOSFETرسم بیاني ثلاثي الأبعاد لوحدة  ۳الشكل 


